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Light Emitting Diode
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Light Emitting Diode
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light amplification by stimulated emission

!'_ L—— laser

L—t— | RRCMEDHI > TLD,
B, Bk, FSEDNMEN TS,

YEDIBNE ENEBAN DI



||~

SR —5 —

2+ 54 7K p A A~ = [ i
LI (SiO,) y

p~GaAs
WLERS

8 \§-BiCaAs
'1/ “ 77y FR%
/ //ﬂ e e v
;A}f E‘i 4 \ H"AlgaAs“

'.-ﬂ- ll.)"’/ nmﬁﬁ 7 T }\h’ﬁ}

ABIRTEL — 5 — 5 1 A — ROBH




	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14

